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В данной работе приводятся экспериментальные результаты исследований pSi-n(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, структур. Структуры были получены выращиванием на pSi подложках эпитаксиального слоя твердого раствора n(Si2)1-x-y(Ge)x(ZnSe)y. Исследованы ВАХ pSi-n(Si2)1-x-y(Ge)x(ZnSe)y структур при различных температурах. В интервале напряжений то 2.5 до 3.5 V в диапазоне температур от 293 до 453 К наблюдались сублинейные участки. Эти участки ВАХ могут быть хорошо описаны в рамках теории эффекта инжекционного обеднения [1]. ВАХ этого эффекта носит ярко выраженный сублинейный характер и описывается выражением:    
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, где J-плотность  тока, d- толщина базы, а-параметр, зависящий только от подвижности основных носителей-(n и концентрации глубоких примесей-  Nt, 
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 На рис.1. представлена зависимость произведения (n·Nt от темпера-туры. Из рисунка видно, что в диапазоне температур 293–453 К произведение (n ·Nt  уменьшается с ростом температуры. Это, по видимому, позволяет заключить, что в данном твердом растворе большую роль в механизме подвижности играет рассеяние носителей на глубоких примесях. Были определены: удельное сопротивление ((), холловская подвижность ((х), концентрация носителей заряда (n), концентрация глубоких примесей Nt и тип проводимости выращенных эпитаксиальных слоев (Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y, которые имели значения при температуре 293 К – (=5,6 Ом(см; (n=1018 см2/В(с; n=2,25(1015 см−3; Nt = 5(1016 см-3; Тип проводимости электронный. 
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Рис.1. Зависимость      произведение      


(n ·Nt твердого раствора (Si2)1-x-y(Ge)x


(ZnSe)y от температуры
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